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(57) Abstract: The invention relates to a method for transferring a useful layer to a carrier substrate, comprising the following steps: a)
providing a donor substrate comprising a buried weakened plane, the useful layer being delimited by a front face of the donor substrate
and the buried weakened plane; b) providing a carrier substrate; c) joining the donor substrate by its front face to the carrier substrate
along a bonding interface to form a bonded structure; d) annealing the bonded structure to apply a weakening thermal budget thereto
and bring the buried weakened plane to a defined level of weakening, said anneal reaching a maximum hold temperature; e) initiating
a splitting wave in the buried weakened plane by applying a stress to the bonded structure, the splitting wave propagating along the
buried weakened plane in a self-sustained manner to lead to the useful layer being transferred to the carrier substrate. Step e) is initiated
when the bonded structure experiences a thermal gradient defining a hot region and a cool region of said bonded structure, the stress
being locally exerted in the cool region, and the hot region experiencing a temperature lower than the maximum hold temperature.
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(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de transfert d'une couche utile sur un substrat support, comprenant les étapes suivantes :
a) la fourniture d'un substrat donneur comportant un plan fragile enterré, la couche utile étant délimitée par une face avant du substrat
donneur et le plan fragile enterré; b) la fourniture d'un substrat support; c) I'assemblage, selon une interface de collage, du substrat
donneur, au niveau de sa face avant, et du substrat support, pour former une structure collée; d) le recuit de la structure collée pour
lui appliquer un budget thermique de fragilisation et amener le plan fragile enterré jusqu'a un niveau de fragilisation défini, ledit recuit
atteignant une température de palier maximale; e) l'initiation d'une onde de fracture dans le plan fragile enterré, par application d'une
contrainte a la structure collée, I'onde de fracture se propageant de mani¢re auto- entretenue le long du plan fragile enterré pour mener
au transfert de la couche utile sur le substrat support. L'initiation de 1'étape €) est opérée lorsque la structure collée subit un gradient
thermique définissant une région chaude et une région froide de ladite structure collée, la contrainte étant localement exercée dans la
région froide, et la région chaude subissant une température inférieure a la température de palier maximale.



